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Die f olgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

© Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mitdem Verdrahtungsteil 
@ Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektro- 

denabschnin (4). der mit einer an einer Oberfiache eines 

Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch 

verbunoen ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt iS), der 

mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elek- 
trode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungs- 

abschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenab- 
schnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt <5) ver- 

bindet. Der erste Elektrodenabschnin (4), der zweite Elek- 

trodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) 

sind aus einem plattenformigen leitenden Korper (1) aus- 

gebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) 

nicht grofier als die Halfte der Dicke des ersten Elektro- 

denabschnins (4) oder des zweiten Elektrodenabschnitts 

(5) ausgcfuhrt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch or- 

reicht werden. indem der Letter als Verdrahtungsteil zur 

elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden 

(9) mit den AuRenelektroden der Halbleitervorrichtung 

nicht groSer als die Halfte der erforderlichen Dicke des 

Leiterrahmenmaterials ausgefuhrt wird. 
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Die Eninduni: bcirilTi cin Verdrahiungsieil zur Verwcn- 
dung bci eincr Halhlciicrvorrichiung und einen Iciicrran- 
nicn mil deni Verdrahiungsieil. 5 

In leizicr Zcii isi ini Zusammcnhang um dcr hohcrcn In- 
icgraiion und dcr hohcrcn DichLc von Halblciicrvorrichiun- 
gen die Anzahl dcr Eingabc-/Ausgabcanschlussc von Halb- 
leiicrclenienien angesiiegen und die Unicncilungsbreiic der 
Anschlussc cngcr geworden. io 

Die GroBc und die Unicneilungsbreiie von Halblciicrele- 
menielekiroden. die an den Oberflachen von einc Halbleiier- 
vorrichiung bildenden Halbleiicrclcnienien vorgesehen 
sine, umcrscbcidcn sich von denen dcr Au6encicklrodcn. 
die bcispiclswcisc auf der auBcren Oberflache der HaJblci- 15 
lervomchtung vorgesehen sind. Dcshalb isi zur elekirischen 
Verbindung der Halbleiierclcmcnieickiroden und der Au- 
Bcnclcktrodcn dcr IlaJblciUirvorrichLung cin Vcrdrahiungs- 
icil erfordcrlieh. 

Als Verdrahtungsieii isi ein Lciierrahnien oder eine ge- 20 
druckie Leiterplatie verwendei worden. Die Verdrahiung 
mil eineni Lciierrahnien kann als cine Einschichi verdrah- 
iung zur Verbindung erster Elekirodenabschniiic, die mil 
den auf den Oberflachen der HaJblci lereleniente vorgesche- 
nen HaJbleitcrciementelckiroden iiber Meialldrahic oder 25 
derg leichen elckirisch verbunden sind, mil zwciien Elektro- 
denabsehniuen definien werden. bci dencn es sich uin die 
AuBenclekiroden der Halbleiiervorrichiung handeli. Dem- 
gegenuber kann die Verdrahiung mil eincr Leiierplaue als 
einc Me ru^chichi verdrahiung zur elekirischen Verbindung 30 
der ersien Elekirodenabschnitie, die mil den Halbleiicrele- 
menielekirodcn uber Meiaildrahie oder dergleichen elek- 
triseh verbunden sind. mil den zwciien Elekirodenabschnii- 
icn. be: denen cs sich urn die AuBenclektroden der Halblei- 
iervorrichiung handeli. unier Verwendung von auf den 
Oberflachen von zumindesi zwei Schichien eincr doppclsei- 
ugen Plane oder eincr Mehrschichipl3iie vorgesehenen Jei- 
lendcn Vcrdrahiungcn und auBerdem cincs Durchgangs- 
lochs definien werden. das die bei den unierschiedlichcn 
Schichien ausgebildeicn leiienden Vcrdrahiungen elckirisch 40 
vcrbindei. 

Fig. 22 zeigi einc Schniuansichi einer HaJbleiiervorrich- 
lung. bei der eine beispielsweise in der japanischen Ofienle- 
gungsschrift 79 652/1982 olTenbancn herkommliche Leiter- 
plane angcwcndci isi. In dicscr Darsiellung bezeichnci die 45 
Bezugszahi 8 ein Halbleiierelemem, 9 eine an der Oberfla- 
che des HalbleiiercJemenis ausgebildeie Halbleiiereleinem- 
elekirode. 10 eine eedruckie Leiierplaue, an dercn Oberfla- 
che das Halblciicrclcmem 8 angebrachi isi, 11 cine an dcr 
Oberflache der gcdruckien Leiierplaue 10 ausgebildeie lei- 50 
tende Verdrahiung. 12 einen Meialldrahi, 13 ein Durch- 
gangsloch, 14 einen an der riickwartigen Oberflache der ge- 
druckien Leiierplaue 10 ausgebildeicn AuGenanschluB und 
15 ein VerguBharz. Bei der mil Harz vcrgossenen HaJblciier- 
vorrichiung. bei der das Halbieiicrclemem 8 an der gedruck- 55 
icn Leiierplaue 10 angebrachi isi und mil dem VerguBharz 
15 vcrgosscn bzw. abeedichiei isu isi die an der Oberflache 
des Halbieiiereiemenis 8 ausgebildeie Halbleiierelemeni- 
elekirode 9 uber den Mcialldrah: 12 mil einem Ende dsr an 
dcr obcren Oberflache der gedruckien Leiierplaue 10 vorge- GO 
schenen leiienden Verdrahiung 11 elektnsch verbunden. wo- 
bci das einc Ende in dcr Nahe des Halblcuerelcmems 8 an- 
gcordnet isi. Das andere Ende der leiienden Verdrahiung 11 
isi iibcr das Durchgangsloch 13 niii dem an dcr ruckwani- 
gen Obcrfliichc dcr gcdruckien Leiierplaue 10 ausecbildctcn 65 
AuBcnanschluS 14 verbunden. 

Fig. 23 zeigi cine Schniuansicm eincr Halbleiiervorrich- 
iung, bei der cine in der japanischen Offenlcgunfrsschrifi 



258 048/1988 olTenbanc andca' herkommliche Leiierplaue 
angcwcndei isi. Bei der Darsiellung bczeichnei die Bezucs- 
zahl 8 ein Halblcilcrelcnicni. 9 eine an der Obcrfldche dem 
Halbieiiereiemenis ausgebildeie Halhiciicrelemcniclcki rode 
und 16 eine gcdruckic Mchrschichi-Lciicrplanc dar. an de- 
rcn Oberflache das Halblciicrelcmcni 8 angebrachi isi. Die 
Bezugszah! 11 bczeichnei cine an dcr Oberflache der ge- 
druckien Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildeie Icncndc 
Verdrahiung, 17 eine in den innercn Schichien der gedruck- 
ien Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildeie inieme Ver- 
drahiung. 18 ein Blindloch zur elekirischen Verbindung al- 
ter Schichien dcr gedruckien Me nrschichi -Leiierplaue' 16. 
14 einen an der ruckwanigen Oberflache dcr gedruckien 
Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildeicn cxicmcn An- 
schluB. 19 ein Band (TAB -Band bzw. TAB-Film) mil cincnt 
Verdrahiungsmusier zur elekirischen Verbindung der Halb- 
leiierelementclektrode 9 mil der an der Oberflache der ge- 
druckLcn Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildeicn iciicn- 
den Verdrahiung 11 und 15 ein VerguBharz dar. Bei dcr mil 
Harz vergossenen Halbleiiervorrichiung. bei der das Halb- 
leiierelemeni 8 an der gcdruckien Mehrschichi-Leiierplaue 
16 angebracht ist und mil dem VerguBharz 15 vergossen isu 
sind die Halbleiierelemenieiekirode 9 und die an der Ober- 
flache der gedruckien Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebil- 
deie leiiende Verdrahiung 11 miieinander nu n els des TAB- 
Bands 19 elektrisch verbunden. AuBerdem isi die leiiende 
Verdrahiung 11 iiber das Blindloch 18 und der ihiemen Ver- 
drahiung 17 mil dem an der ruckwanigen Oberflache der ge- 
druckien Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildeien AuBen- 
anschluB 14 verbunden. Bci der in der japanischen OrTcnlc- 
gungsschrifi 258 048/1988 oftenbanen HaJblci tervorrich- 
lung kann ein Halbleiierelemem mil mehr Anschlussen als 
das in dcr japanischen Oftenleeungsschrifi 79 652/1982 of- 
fenbane Halbleiierelemem 8 angebrachi werden, da bei dic- 
scr das gedruckie Mehrschichi-Leiierplaue 16 mil der inier- 
nen Verdrahiung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB- 
Band 19 angewandi wird. 

Wenn als Verdrahiungsieil zur elekirischen Verbindung 
der Eekiroden an den Oberflachen der Halbleiierelemenie 
mil den AuScnelekirodcn der Halbleiiervorrichiung eine 
Leiierplaue verwcndei wird. wird einc Kupferfolic mil eincr 
Dicke von 25 pm bis 75 um bei den Verdrahiungsieil en ver- 
wendei, wodurch ermoglichi wird. eine Verdrahiungsunier- 
teilungsbreiie von 50 um bis 150 pm auszubilden. Zusaiz- 
bch sind die AuBenclekiroden einer Halbleiiervorrichiung 
mil einem groBen Vcrdrahiungsabstand aufgrund dcr Aus- 
bildung eines Loianschlusses (eine Loiwolbung) oder der- 
gleichen an der Oberflache ausgebildei, die der Oberflache 
gcgenubcrliegcnd angeordnci ist, an der die Halbleiierele- 
menie angebrachi sind, damii die (jrbBe Halbleiiervorrich- 
iung verringerr werden kann. 

Fig. 24 zeigi eine Schniuansichi einer Halbleiiervorrich- 
iung, die einen herkdmmlichen Leiierrahmcn anwendei. Bci 
dieser Darsiellung bezeichnei die Bezugszahl 8 ein Halblei- 
ierelemem. 9 eine an dcr Oberflache des Halbieiiereiemenis 
ausgebildeie Halbleiterclemenielckuode, 20 an Befesti- 
gungsplauchen, an den das Halbleiierelemem angebrachi 
isi. 21 ein Befesiigungsharz bzw. einen Kleber. der das 
Halbleiierelemem an das Befesiigungsplatichen 20 klebi. 4 
einen ersien Eleklrodcnabschniil des Leiierrahrnens. 5 einen 
zweiien Elekirodenabschniu 5 des Leiierrahrnens. 12 einen 
dunnen MetaUdrahi zur elekirischen Verbindung der Halb- 
leiiereiememelekirode 9 mn dem ersien Elekirodenabschniu 
4. 15 ein die Halbleiierelemenie abdichtendes VcrguCharz. 
22 cine cxicrnc Schaliune und 23 cine an dcr cxtcrncn 
Schaltung ausgebildeie Eiekirodc. die an den zwciien Eick- 
irodcnabschniii 5 durch Louinn 25 oder dergleichen gelbiei 
isi. 



